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Examen de Electrónica 2
10/02/2020

Resolver cada problema en hojas separadas.
Duración de la prueba: 3 horas 30 minutos.
La prueba es sin material.
Los puntajes de los problemas se indican sobre un total de 100 puntos. 

Problema 1 : (38 puntos)
 
En el circuito de la figura, los valores de los componentes son tales que:

a) Calcular la ganancia Vout/ Vin  en baja frecuencia.
b) Calcular la frecuencia de corte superior.
c) Calcular el margen de fase del circuito. 
Datos: Io = 10 mA , RL = 50 , RE = 120 , Rs = 250 , VCC=|-VCC|= 2,5 V, Vbias=0.8V. 
Q1 a Q4 tienen fT = 600 MHz @ Ic= 10mA, c = 7 pF, cje = 35 pF,  = 300, VBEN=VEBP=0,7 V.

Problema 2 (38 ptos): 

En el oscilador de la Figura 1, Rf es una resistencia de valor muy alto que permite polarizar el gate de
M1 y M2 y que se supondrá infinita a los efectos de la señal. El capacitor Cc también se supondrá 
infinito a los efectos de la señal.
Los transistores tienen los siguientes datos: n = (CoxW/L)n = (CoxW/L)p = p, Vton = |Vtop| = 
Vto, n = p=0, VAn=VAp=. La amplitud de la señal es tal que los transistores operan en pequeña 
señal y en saturación.
El bloque C implementa el control de amplitud del oscilador y se supondrá no toma corriente. El
cristal se modela con una impedancia R+jX.
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a) Determinar la frecuencia y condición de oscilación en función de la salida del bloque de control
Ibias.
b)  Si  el  cristal  utilizado  tiene  el  siguientes  modelo:  rserie=100Ω,  L=520mHy, Cserie=0.012pF,
Cparalelo=4pF, indicar en qué rango de frecuencias se encontrará la frecuencia de oscilación.

El bloque de control C genera una corriente Ibias a su salida igual a:
Ibias = K1*Vgp+K2, siendo Vgp la amplitud de pico de la componente de señal en el gate de los
transistores M1 y M2. 
c) ¿Qué signo debe tener K1 y que condición debe cumplir K2 para que el oscilador arranque y el
control de amplitud funcione correctamente? Fundamente.
d) Determine la amplitud de la oscilación V1p que tendrá el oscilador en función del resto de los
parámetros del sistema.

Figura 1
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Pregunta: (24 puntos)

En la Figura 1 se tiene una variación de una etapa de potencia tipo clase AB. El transistor Q4  está
implementado con un pnp tipo TIP42 y el Q3 con un npn tipo TIP41, cuya hoja de datos se da en la
Figura 2.
Se pide:

a) Si se quiere una potencia máxima por la carga de 16W, ¿cuál es el voltaje de la fuente
necesario?

b) Consideramos ahora amplitudes a la salida entre 0 y la que da la potencia de 16W a la
salida. ¿Cuál es la máxima potencia disipada por cada uno de los transistores Q3 y Q4
para  entradas  en  este  rango? ¿Cuánto  vale  en  este  caso  la  eficiencia  del  circuito,
despreciando la potencia disipada en las etapas de Q1 y Q2?

c) En caso de usar un disipador cuya resistencia térmica con el ambiente es de 2.5ºC/W y
la  resistencia  del  encapsulado  con  el  disipador  es  de  2ºC/W, ¿cuál  es  la  máxima
potencia que puede disipar cada transistor y la temperatura de la juntura en ese caso?

Datos: RL=2VCC=VEE >> VBE, VCEsat

Nota:  Se supondrá que Ibias es suficientemente grande para no limitar  la potencia  que se puede
entregar a la carga.
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